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 PP認定用 データシート 

RKH0125AKF 
シリコンエピタキシャルプレーナ形ダイオード 
高耐圧スイッチング用 

特長 

 低端子間容量です。(C≦3.0pF) 
 逆回復時間が小さいです。(trr≦100ns) 
 超小形レジン外形のため面装着に対応できまた，小形設計および高密度実装が可能です。 
 
 

発注情報 

型名 レーザマーク パッケージ名称 パッケージコード テーピング略称(数量) 

RKH0125AKF P H1 URP-F PWSF0002ZC-A P(3,000個/リール) 
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絶対最大定格 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 

せん頭逆電圧 VRM 300 V 

逆電圧 VR 250 V 

せん頭順電流 IFM 300 mA 

サ－ジ順電流 IFSM *1 1 A 

平均整流電流 IO 100 mA 

接合部温度 Tj 150 °C 

保存温度 Tstg –55～+150 °C 

【注】 1. 接続時間 10ms以内のサ－ジ電流における許容値 

 
 

電気的特性 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

順電圧 VF — — 1.2 V IF = 100mA 

IR1 — — 200 nA VR = 250V 
逆電流 

IR2 — — 100 A VR = 300V 

端子間容量 C — — 3.0 pF VR = 0V, f = 1MHz 

逆回復時間 trr — — 100 ns IF = IR = 30mA, Irr= 3mA 

【注】 1. URP-F 外形のリードの先端部は切断面のため、リードの素材が露出しております。したがいまして、リード
先端のはんだ付け性につきましては不問とさせていただいておりますので、お客様にて御確認をお願いいた

します。 
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主特性 
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外形寸法図 
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